Ridici obvody (budi¢e) MOSFET a IGBT
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Rozdily v buzeni bipolarnich a unipolarnich souCastek



Ridici obvody (budi¢e) MOSFET a IGBT
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Ridici obvody (budi¢e) MOSFET a IGBT

Hlavni pozadavky na idealni budic

Galvanické oddéleni

Maly dynamicky vnitrni odpor

Odstranéni vysokého odporu v oblasti hradla
Umoznéni plovouciho provozu spinacich tranzistoru
Malé zbytkoveé napéti pri ve vypnutém stavu

Mala vazebni kapacita mezi fidicim obvodem a zatézi

Kompaktni konstrukce bez indukcnosti



Galvanicke oddeleni
Fidicich a vykonovych obvodu

+ 270V
du/dt 10 = 120kV/ms

1 e hiaeni T,
e higteri T,
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Galvanicky oddéleny napajeci zdroj — DC/DC ménic¢
Galvanicky oddélené fidici signaly — impulzni transformator nebo opticka vazba




Maly dynamicky vnitrni odpor

R, prilis velky R, maly

Vysoka vstupni
impedance = 1012 Q



Odstranéni oblasti vysokeho odporu

R=100Q 10kQ

Horni vyp.

Dolni zap.

N

Ll

t

Oblast vysokého odporu



Plovouci provoz spinacich tranzistoru
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Princip Cinnosti nabojove pumpy pro
napajeni ,horniho” budiCe
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PFi sepnutém tranzistoru To se ze zdroje 15V pfes diodu D+ nabiji CH. Po vypnuti To se nabity
kondenzator CH se stava napdjecim zdrojem pro horni budi¢ a gate tranzistoru Tw. Dioda Dn se vlivem
vysokého potencialu napéajeciho bodu horniho budide uzavie a odpoji napajeé¢ 15V. Rizeni horniho
budiCe je realizovano diferenénim zesilovacem.



Male zbytkove napeti
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Proudove pozadavky na budiC

Vstup tranzistoru ma kapacitni charakter — 1 + 2 nF
Prahoveé napéti U5 = 5V, pro bezpecné sepnuti se pouziva Ugg =10 + 15V

Rychlost spinani t,, = 27ns, nadboj hradla Qs = 35nC, Cin = 1,26 nF  (IRF740)

Proud do hradla:

dugg 15

. =C. =1,26-107°- =0,7A
=" dt 27-10°° °
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Priklady provedeni budicu

Hradla CMOS

Uge

» Jsou jednoduché a levné (vétSinou je v pouzdie vice hradel)

» Obraci fazi vstupnich impulzt

» Paralelnim Fazenim hradel Ize pfizpusobit Fidici stupen vykonovému a
meénit spinaci doby

* Maji velmi malou spotrebu

* Pro U, > 8V vysoka odolnost proti ruseni

* Pro U, <3V neni stav vystupu definovany

 Pri vypnuti napajeni U . velky vnitrni odpor



Priklady provedeni budicu

Budic€ s bipolarnimi komplementarnimi tranzistory - emitorovy sledovac
Ua Budici stupen ,totem-pole*
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» Lze jej jednoduSe sestavit z diskrétnich soucastek

 Vstupni impulz neni invertovan

» Vnitrni odpor je i pri vypnutém napajeni maly, protoze pri kladném napeti
hradla (v dusledku kapacitni vazby) teCe pfes R2 proud baze T2 a ten se otevie
* Dobu nabéhu lze ménit pomoci R1a C

» Hrany fidicich impulzt maji exponencialni pribéh

* Pfi malo strmych hranach Ize pozorovat, Ze v dusledku prahovych napéti
tranzistorll ma obvod kratkodobé vysoky vnitfni odpor.




Priklady provedeni budicu

BudiC s komplementarnimi bipolarnimi tranzistory s kolektorovym vystupem

" Budici stupen ,totem-pole*
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e Obraci fazi vstupnich impulzu

» Vysoky vnitfni odpor pfi vypnutém napajeni

e Podle dimenzovani fidiciho obvodu muze pfi pfepinani dochazet ke stavim s
vysokym vnitfnim odporem

 P¥i pfesahu spinani T, a T, muze dochazet k vysokym proudovym Spickam

» Nizka preklapéci uroven napéti U



Pouziti transformatorové vazby
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» Kfizeni se uziva stfidaveé napeéti vytvarené blokujicim oscilatorem
 Pomalé zapinaci a vypinaci hrany
» Jednoduch& nahrada relé



Ridici obvody poloviéniho mlstku s FET napajené
iIntegrovanym obvodem IRF 2111
S nabojovou pumpou
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IR2111(S) & (PbF) International

TR Rectifier
Functional Block Diagram Cast obvodu na vysokém potencialu
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Budice s IO IR21**

up to_600V

> Voreser 600V max.
Vee O T VCC VB 1 '_’K T IO+/- 200 mA / 420 mA
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BudiC IR s nadproudovou ochranou
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Priklad budice N

LDI = Logic to Driver Interface
IGD = Intelligent Gate Driver

Pro aplikace do 1700 V

Nadproudova a zkratova ochrana (reakce cca 5 us)
Proud I;az +/-6 A

Spinaci frekvence az 100 kHz

Galvanickeé oddéleni
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Six-pack Driver — budi¢ 3f mustku
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